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【はじめに】現在の緑色 LED は、赤色や青色の LED に比べ発光効率が低い。この問題を解決 

する手段として PSS 基板を用いて光取り出し効率を向上させることが挙げられる。本発表では、 

構造の周期性を利用することで従来の手法に比べ計算時間の短縮が期待できる RCWA 法と RT 

法を組み合わせた新たなシミュレーション法により計算した、PSS 基板を用いた LED の光取り 

出し効率のピッチ依存性について報告する。 

 

【実験】Fig.1にシミュレーションの手順を示す。はじめに、n-GaNとシリンダー形状のパター 

ンが正方格子状に並んだサファイア基板について、RCWA法を用いて光(平面波)が n-GaNに入射 

した際の透過や反射を表す双方向散乱分布関数(BSDF)を計算した。次に、BSDFデータを反映させ 

た LED全体の光取り出し効率を RT法により計算した。Fig.2に隣り合うシリンダー形状パター 

ン 1つ 1つの距離(ピッチ)を変化させて光取り出し効率を計算した結果を示す。効率はピッチ 

324 nmで最も大きい値となった。この結果はパターンのピッチが光取り出し効率に大きな影響 

を与えることを示唆している。今後 FDTD法でも計算を行い、結果を比較検討する。 

  

Fig.1 schematic simulation procedure             Fig.2 LEE vs. pitch distance 
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